Boliim 14: Yariiletken Yapilar
Ahstirmalar

14.1  Orgii sabitinin kompozisyonla dogrusal olarak degistigi diisiiniiliirse In,Ga_xAs
bileseninin InP iizerinde kolaylikla biiyiitiilebilmesi i¢in galyum yiizdesinin ne
olmasi gerekir?

Coziim:

Orgii sabitleri
app=
AnxGal —x—As:?

a —a
InAlAs InP < %1

a InP

aGaas=5.6533 A

AlnAs =6,0583 A

alnp:S B85 A

y=mx+B dogrusal iliskiden

In,Ga(1xAs i¢in
5,85=mx+B

x=0,53 olarak bulunur.
14.2  Orgii sabitinin kompozisyonla dogrusal olarak degistigi diisiiniiliirse In,Ga_xAs
bileseninin GaAs iizerinde kolaylikla biiyiitiilebilmesi icin galyum yiizdesinin ne
olmasi gerekir?

Coziim:

Orgii sabitleri

app=

aInxGal—x—As:?

aias ~ dmp < %1
a

InP

2Gar:=5,6533 A
amas =6,0583 A
a(InyGa(1.x)As)=a(GaAs) + (aGaas~ amas)X

a(InyGa; xAs)=5,6533 + (0,4047)x A



14.3

14.4

aInXGaFXAs - aGaAs

a

<0,1

GaAs

[5,6533—-(0,4047)x]—-5,6533
35,6533

<0,1=>  x<0,139

InyGa(x)As bileseninin InP iizerinde kolaylikla biiyiitiilebildigi bu komposizyon
degeri ile yapilacak bir lazerin dalgaboyu nedir?

Coziim:

InyGa(.x)As bileseninin InP iizerinde kolaylikla biiyiitiilebilmesi i¢in galyum
yiizdesinin ne olmasi gerekir? (5 puan)

x=0,53
Bu komposizyon degerindeki enerji

E, "9 (x)=1.425-(1.501)x+(0.436)x" (eV)
E,=0.75 eV olarak bulunur.
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=1.66m

Dalgaboyu A=680 nm olan kirmizi 151k elde edebilmek icin aktif bolgesi GaAs(xPx
bilesik yariiletkenden olusacak bir lazer i¢in P ‘nin yiizdesi (x) nedir?

Coziim:
b) GaAs;_Py i¢in bant aralig1 (E,) 293°K, x=0 ile 0,45
E (GaAsi.Px) = E,(GaAs) + (0,848 eV)x
1,82eV =1,43 eV+ (0,848eV)x

x=0,46
GaAs 54Po 46



